31)  odporová a nasycená část VA char. unip. JFETu

Pro malé hodnoty Uds se unipolární tranzistor (JFET) chová jako odpor tímto napětím řízený. Pokud však napětí Uds zvětšíme (> 0,x V) dostaneme se do oblasti nasycení, která je způsobena vyprázdněnou vrstvou (viz obr.) a větší proud už neprojde. Z výstupní VA je vidět, že proud stále trochu roste, což je způsobeno silným el. polem, které vyvolává tunelový jev.
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32. Odporová a nasycená část výstupních car MOSFET

Při malých napětích mezi emitorem a kolektorem (řádově desetiny voltu) se MOSFET chová přibližně jako lineární rezistor, Jehož odpor závisí na napětí Uge. Říkáme, že tranzistor pracuje v odporovém režimu. Voltampérové charakteristiky v odporové oblasti lze v prvním přiblížení nahradit přímkami procházejícími počátkem. Jejich směrnice závisí na napětí Uge. Při určitém napětí Uce je kolektorový proud již tak veliký, že odčerpá všechny elektrony, které je řídící elektroda schopna při daném napětí Uge do kanálu přitáhnout. Kolektorový proud je nasycen a jeho velikost se vzrůstajícím kolektorovým napětím Uce se zvětšuje jen nepatrně. Říkáme, že pracuje v oblasti nasyceného proudu.
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33-JFET-zaškrcení kanálu

Pokud je tranzistor bez řídícího napětí ugs, představují oblasti 4 ochuzenou vrstvu přechodu 
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. Připojíme-li dále napětí
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 tak, aby kanálem 1 protékali elektrony, efektivní průřez kanálu se změní, ochuzená vrstva změní tvar. Ochuzená vrstva má příliš vysokou rezistivitu a na přenosu proudu ke kolektoru se při otevřeném kanálu nepodílí. Protože tloušťku oblasti 4 mùžeme měnit staticky napětím na hradle, lze ovlivňovat efektivní průřez kanálu, tj. zmenšovat jej a ovlivňovat proud 
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 - odtud tranzistor řízený polem. Při nenulovém napětí 
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 protéká kanálem proud 
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, který způsobuje úbytek napětí u(y) vzhledem k source a s rostoucí vzdáleností se vlastní zvětšuje závěrné napětí 
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 . S jeho vzrůstem se zvětšuje oblast prostorového náboje, vodivý kanál se tedy směrem ke kolektoru zužuje. K případnému zaškrcení kanálu by tedy došlo a� na jeho konci. Kdyby se kanál zaškrtil neprocházel by místem zaškrcení žádný proud a proto by se právì v tom místě objevilo napětí 
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 , jehož intenzita by nutila prùchod proudu.
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35. Vyložte důvod citlivosti vstupu unipolárního tranzistoru MOSFET na poškození elektrostatickým nábojem

- elektrostatický náboj může způsobit průraz dielektrické vrstvy SiO2  mezi 

  elektrodou G a elektrodami S,D

- tato vrstva je velice tenká ( řádově s )

- poškození dielektrické vrstvy lze předejít :

  1. elektrody jsou opatřeny zkratovací fólií, která se odstraní až po montáži 

  2. následujícím zapojením


                                  


   



 

36) Uveďte definice tříd práce aktivních prvků výkonových zesilovačů a porovnejte jejich vzájemné výhody a nevýhody.

Jeden cykl harmonického signálu  rozdělím na 360 stupňů.Třídy zesilovačů se od sebe liší tím, po jakou část cyklu zpracovávaného signálu pracují (zesilují).Záleží na tom ,kdy je aktivní výkonový prvek ve vodivém stavu, neboli na tzv. úhlu otevření.

Třída A: je definována jako provozní režim,při kterém je úhel otevření aktivního prvku 360 stupňů. ( stale vodivý ). Výhodou je, že zpracovává celou periodu signálu.

Nevýhodou je jeho špatná energetická účinnost ( max. 50 %).

                   Je aktivní i při nulovém vstupním signálu. 

Třída B: je definována jako provozní režim, v němž je úhel otevření 180 stupňů a aktivní prvek je vodivý pouze pro jednu polaritu budícího signálu. O jakou polaritu se jedná záleží na zapojení obvodu.

Výhodou je vyšší energetická účinnost až 80%.

Nevýhodou je zesílení jen jedné periody a vzniku nelineárního a přechodového zkreslení, které se musí odstraňovat( další součástky).

Třída C: je definována jako provozní režim, ve kterém je úhel otevření aktivního prvku menší než 180 stupňů. Je-li úhel otevření podstatně menší než 180 stupňů mluvíme o hluboké třídě C.

Výhody: Čím menší úhel otevření tím vyšší účinnost.

Nevýhoda: Aby se dosáhlo stejné hodnoty výstupního výkonu, je při zmenšování úhlu otevření zapotřebí úměrně zvětšovat špičkovou hodnotu proudu, vnuceného aktivním prvkem do zátěže, nebo  špičkovou hodnotu střídavého napětí, které se objeví na zátěži.=omezující činitel.

37. Účinnost zesilovače ve třídě A :

Pro účinnost zesilovače platí vztah :
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kde UCB0 a ICE0 můžeme pro svou velikost  vůči UCC nebo IC zanedbat a potom 
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Toto odvození platí pouze pro :


a) Pracovní bod je nastaven na UCE = 0.5 UCC

b) Zesilovač je buzen maximálním signálem (aby na výstupu byl signál nezkreslen)

Z toho vyplývá, že účinnost je lineárně závislé na velikosti vstupního buzení, to jest při nulovém signálu je účinnost nulová!

ot. 38.: Teoretická účinnost tranzistorového zes. ve třídě B.

Předpokládáme, že převodní char. má tvar přímky, proudové průběhy na tranz. odpovídají obrázkům a při plném vybuzení je zbytkové napětí na tr. = 0. Dobu trvání půlvlny = . Maximální amplitudy UM a IM uvažujeme jako jednotkové, tím i zatěžovací odpor Rz je jednotkový. Vzhledem k tomu, že zesilovač pracuje ve třídě B můžeme za Rz volit libovolnou nenulovou hodnotu Omezením je maximální přípustný proud tranz. a PCmax , pak je výstupní výkon definován:
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        Příkon je dán součinem stálého (stejnosměrného) napětí Ucc, které předpokládáme rovné  vrcholovému napětí UM a střední hodnoty odebíraného proudu:
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. Pro účinnost potom dostáváme:




[image: image16.wmf]
40. Uveďte které parametry elektronického aktivního prvku omezující maximální výkon zesilovače užívajícího takového prvku.


Zesilovače můžeme rozdělit do několika skupin, podle toho se mění i velikost hodnot parametrů, důležitost těchto parametrů ve funkci jejich zapojení.

Zesilovače konstruované pomocí:

Bipolárních tranzistorů: Důležité parametry u bipolárních zesilovačů jsou:


Mezní hodnoty udává výrobce pro každý druh tranzistoru zvlášť.


Např. KC 147  . nf Tranzistor :

Mezní

Ucbo=45V
Uce=45V
Ic=100mA
Uebo=5V
Pcmax=0,2W
(=125(C

Charakteristické
Icbo=15nA   při 
Ucb=10V
h21=125-500
Ucb=5V

ft=150MHz
Unipolárních tranzistorů:

Např. BF 245 B
Mezní 

Uds=30V
Udg=30V
Uds=-30V
Ig=10mA
Pd=350mW
(=150(C
Charakteristické 
Ciss=3pF
Crss=0,7pF
Coss=0,9pF
fmez=700MHz

Operačních zesilovačů:

Např. MAA 741

Mezní:

Ucc=3-22V
Uid=30V
Ui=15V

Ptot=0,5W
(=-55-125(C

Charakteristické
Napěťová nesymetrie, Proudová nesymetrie, Vstupní klidový proud, Vstupní odpor,Teplotní drift,Rycholst 



přeběhu, Napěťové zesílení otevřené smyčky atd.
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Předpokládejme, že tyristor Ty1 je sepnutý a je potřeba ho rozepnout. Tyristor Ty2 je rozepnutý. Na kondenzátoru je napětí v naznačené polaritě. Sepnutím tyristoru Ty2 dojde k tomu, že elektroda (+) kondenzátoru se připojí k zemi a tak bude napětí na druhé elektrodě kondenzátoru oproti zemi záporné. Tím dojde i ke komutaci  katody tyristoru Ty1 a tyristor se rozepne.
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